


























































专利名称(译) 微器件转移头阵列

公开(公告)号 US9288899 公开(公告)日 2016-03-15

申请号 US14/681707 申请日 2015-04-08

[标]申请(专利权)人(译) 勒克斯维科技公司

申请(专利权)人(译) LUXVUE科技股份有限公司

当前申请(专利权)人(译) LUXVUE科技股份有限公司

[标]发明人 GOLDA DARIUSZ
BIBL ANDREAS

发明人 GOLDA, DARIUSZ
BIBL, ANDREAS

IPC分类号 H01L21/266 H01L21/768 H05K1/11 H01L21/683 H05K1/02 H05K1/09 H05K1/03 H01L23/48

CPC分类号 H05K1/0284 H01L21/6833 H01L21/76898 H01L23/481 H05K1/03 H05K1/09 H05K1/115 H01L2924/00 
H01L2924/0002 H05K2201/09036 H01L21/6835 H01L2221/68368

审查员(译) LEE，KYOUNG

其他公开文献 US20150216042A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

描述了微器件转移头阵列和从SOI衬底形成微器件转移阵列的方法。在一
个实施例中，微器件转移头阵列包括基底基板和在基底基板上的图案化
的硅层。图案化的硅层可以包括硅互连和与硅互连电连接的硅电极阵
列。每个硅电极包括在硅互连上突出的台面结构。介电层覆盖每个台面
结构的顶表面。
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